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  本刊中 包含“锗/多孔硅”的 相关
文章 
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锗/多孔硅和锗/氧化硅薄膜光致发光的比较研究  
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摘要  采用磁控溅射技术，以锗为溅射靶，在多孔硅上沉积锗薄膜，沉积时间分别为4，8和12 min，及以锗-二
氧化硅复合靶为溅射靶，在n型硅衬底上沉积了含纳米锗颗粒的氧化硅薄膜，锗与总靶的面积比分别为5%，

15%，30%。各样品在氮气氛中分别经过300，600及900 ℃退火30 min。对锗/多孔硅和锗/氧化硅薄膜进行

了光致发光谱的对比研究，用红外吸收谱分析了锗/多孔硅的薄膜结构。实验结果显示，锗/多孔硅薄膜的发光峰

位于517 nm附近，沉积时间对发光峰的强度有显著影响，锗层越厚峰强越弱。锗/氧化硅薄膜的发光峰位于580 
nm附近，锗与总靶的面积比对发光峰的强度影响较大，锗/氧化硅薄膜中的锗含量越高峰强越弱。不同的退火温

度对样品的发光峰强及峰位均没有明显影响。可以认为锗/多孔硅的发光峰是由多孔硅与孔间隙中的锗纳米晶粒两

者界面的锗相关缺陷引起的，而锗/氧化硅的发光峰来自于二氧化硅的发光中心。  
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